爱发科 NE950EX 核心参数与选型要点清单


1、 核心定位

专为LED 芯片量产设计的干法刻蚀设备，主打高产能、高精度、高稳定性，适配化合物半导体量产场景。

2、 [bookmark: _GoBack]核心功能（选型核心关注）
	功能模块
	核心能力
	选型价值

	等离子刻蚀
	ISM 磁场 ICP 高密度等离子源，物理 + 化学刻蚀结合
	刻蚀速率快、均匀性好，满足 LED 核心工艺需求

	材料兼容
	支持 GaN、蓝宝石、Al/Ni 金属、ITO、SiC 等多材料
	覆盖 LED 量产全工序刻蚀，无需额外设备

	量产加工
	产能较前代提升 40%，批量基板处理
	适配大规模量产，降低单位制造成本

	污染控制
	自研星型电极，抑制 RF 窗污染
	减少停机维护，提升设备利用率




3、 关键特性（差异化优势）

1. 等离子源：ISM ICP 源，化合物半导体领域出货超 600 台，技术成熟、稳定性高；
2. 刻蚀精度：高选择比 + 良好各向异性，侧壁垂直度高，刻蚀损伤低，保障器件良率；
3. 维护性：硬件模块化设计，维护便捷，大幅缩短停机时间；
4. 工艺适配：深度优化 LED mesa 刻蚀、图形转移等核心工艺，量产适配性强。

4、 适用场景（选型匹配依据）

· 主力场景：GaN 基 LED 芯片量产线干法刻蚀工序；
· 拓展场景：化合物半导体、光电子器件量产 / 研发阶段刻蚀加工。

